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Résumé

La réalisation de films minces de silicium cristaldlirectement sur substrats d’aluminium permetuaitiliser
celui-ci comme contact arriére, de profiter de@aptesse et de son caractére réfléchissant. Datnawegl, nous
exposons les résultats de films Si déposés danséacteur ECR-PECVD sous différentes conditions de
température et de gaz avec I'objectif d’obtenirsdicium microcristallin. Des épaisseurs comprisesre 0,4 et

3 um ont été obtenues sur substrats d’aluminiurdgalement sur substrat en silicium monocrista#in/ant de
référence. Les films déposés ont été caractérigesgectroscopie Raman, par spectroscopie de mgsse,

microscopie électronique a balayage et par diffvpack.

Les analyses montrent que le silicium formé lorgldp6t ECR-PECVD (40 Siii10 H,, T=480°C) est d'abord
amorphe puis microcristallin au fur et & mesurelép6t (figure 1 et tableau). De plus, les étudestraat que le
substrat d’aluminium servant de contact arrierer g@gellule finale permet aussi de créer le chamjgre grace
a la diffusion de l'aluminium (Figure 2) au seinldecouche amorphe. Une couche constituée esdentéeit de
pc-Si, peut alors étre utilisée comme couche agioner une configuration de cellule solaire PIN is&s# sur
substrat d’aluminium.

Mots Clés : Cellules solaires, films minces, silicium microtaiin, aluminium
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Fig. 1. Spectres Raman réalisés sur films pc-Si
déposé sur substrat d’aluminium (e= 0,46, 0.93 et

1.40 pm)
Tableau 1.Analyses Raman correspondantes a la
Fig.1
Thickness Peak position FWHM Crystalline
(um) (cm™) (em™) fraction (%)
0.46 518.7 14.3 29
0,93 519.7 12.6 49.7
14 5222 14.6 484
Mone ref 520.5 39 100
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Fig. 2. Analyses SIMS réalisées sur films pc-Si
d’épaisseur 0.93 um, déposés sur substrat

d’aluminium
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